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グラフェンの発見を契機とした二次元物質の研究

が大きく発展し、いまや単一の二次元物質だけでは

なく、異なる二次元物質を組み合わせた二次元へテ

ロ構造に関する研究が大きな注目を集めている。本

研究では、サブナノメートルのスケールで二次元物

質を自在に接合および積層させる基盤技術の開発を

目的とし、有機金属化学気相成長(MOCVD)法を用

いた結晶成長に着目した。本実験で用いたMOCVD

チャンバーは、水冷チャンバー壁およびバルブ自動

制御により、直前の成長の影響を抑えつつ、原料供

給を任意のタイミングで自動切り替え可能である。

今回の発表では、WS2および MoS2からなる二次元

接合超格子の結晶成長について報告する。 

 Fig. 1は WS2と MoS2からなる二次元超格子の

STEM-HAARDF像である。コントラストの異なる

領域が交互に確認できる。幅の広い領域が単層

WS2、狭い領域が単層 MoS2である。また、Fig. 2

には、二次元超格子の STEM-HAARDF像を示す。

暗いコントラストに対応する領域がMoS2であり、

その幅は 3 nmと極めて小さな接合幅となっている。また、その界面は原子レ

ベルで急峻であり、高温下（成長温度は 720 oC）においても界面で拡散するこ

となく WS2/MoS2が接合することがわかる。MoS2領域内にタングステン原子の

混入が確認されたが、原料供給のインターバルや供給スピードなどのパラメー

タを最適化することで、大きく低減できると考えている。現在、更なる条件の

最適化及び評価を行っており、その結果については当日議論する。 

Fig. 1 A STEM-HAARDF image 

of a WS
2
-MoS2 superlattice. 

Fig. 2 A STEM-HAARDF image 

of a interface between WS
2
 and 

MoS2. 
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